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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般財団法人

日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，経済産業

大臣が制定した日本産業規格である。これによって，JIS C 5941:1997，JIS C 5945:2005，JIS C 5951:1997
及び JIS C 5991:1997 は廃止され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

JIS C 5954 規格群（光伝送用能動部品－試験及び測定方法）は，次に示す部で構成する。 

JIS C 5954-1 第 1 部：総則 

JIS C 5954-2 第 2 部：ATM-PON 用光トランシーバ 

JIS C 5954-3 第 3 部：単心直列伝送リンク用光送・受信モジュール 

JIS C 5954-4 第 4 部：GPON 用光トランシーバ 

JIS C 5954-5 第 5 部：光トランシーバの光レセプタクル部の機械的外乱（ウィグル）による光出力

変動 

JIS C 5954-6 第 6 部：複心並列伝送リンク用光送・受信モジュール 

JIS C 5954-7 第 7 部：単心波長多重並列伝送リンク用光送受信モジュール 

JIS C 5954-8 第 8 部：光伝送用発光素子及び受光素子 
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光伝送用能動部品－試験及び測定方法－ 
第 8 部：光伝送用発光素子及び受光素子 

Fiber optic active components and devices-Test and measurement 
procedures-Part 8: Photoemitters and photoreceivers for fiber optic 

transmission 
 

序文 

この規格は，2009 年に第 2 版として発行された IEC 62007-2 を基とし，光伝送用発光素子及び受光素子

について，共通した基本的特性及び各素子固有の特性に関する測定方法を全体として統合するため，技術

的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。技術的差

異の一覧表にその説明を付けて，附属書 JA に示す。 

1 適用範囲 

この規格は，光伝送用光源として使用する半導体レーザ，半導体レーザモジュール及び発光ダイオード，

並びに光伝送用受光素子として使用するフォトダイオードの性能試験に適用するために必要な測定方法に

ついて規定する。 

ここでいう半導体レーザとは，JIS C 5955-4 に規定する半導体レーザ（必要に応じて光出力取出し窓，

光出力モニタ用フォトダイオードをもつもの。）であり，半導体レーザモジュールとは，JIS C 5955-4 に規

定する半導体レーザモジュール（光ファイバピグテイル，光コネクタ又は光レセプタクルをもち，必要に

応じて，温度センサ，電子冷却素子，モニタ用フォトダイオード，光アイソレータなどを内蔵するもので

あり，電子回路内蔵型は含まない。）である。 

発光ダイオードとは，JIS C 5955-5 に規定する発光ダイオード（必要に応じて光取出し窓，光ファイバ

ピグテイル，光コネクタ又は光レセプタクルをもつものであり，電子回路内蔵型は含まない。）である。 

また，ここでいうフォトダイオードとは，JIS C 5955-6 に規定するフォトダイオード［必要に応じて光

入力取込み窓，光ファイバピグテイル又は光コネクタをもつものであり，アバランシェフォトダイオード

（以下，APD という。）を含み，電子回路内蔵型は含まない。］である。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
IEC 62007-2:2009，Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications－Part 2: 

Measuring methods（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”こと

を示す。 


